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В полученных нами формулах для определения электрической  проч
ности диэлектриков  в выражение электрической прочности входит ди
электрическая проницаемость.

Величина электрической прочности, полученная нами из условия мини
мума подвижности электронов, оказы вается  пропорциональной  диэлек
трической проницаемости г.

Enp= - ,  (1)
еа

где г —  диэлектрическая проницаемость,
W — энергия электронов, 
е — заряд  электрона, 
а — постоянная реш етки .

На фиг. 1 представлена зависимость  меж ду электрической  прочностью 
кристаллов  щелочно-галоидных солей и их диэлектри ческой  проницае
мостью, построенная нами по экспериментальным данным. Из фиг. 1 сле-
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Фиг. 1. Зависимость между электрической прочностью кристаллов 
щелочно-галоидных солей и их диэлектрической проницаемостью г.

дует , что большей электрической  прочностью  обладают те диэлектрики, 
которы е имеют больш ую  диэлектри ческую  пронидаемость. Э то  находится 
в согласии с (1). Ho линейной зависимости м еж ду  величиной электриче
ской прочности и диэлектри ческой  проницаемости для  кристаллов щ ело ч 
но-галоидных солей, как Sto сл ед у ет  из (1), не наблюдается.

Возможно, э то  об ъясняется  тем, что некоторы е из величин, входящих 
в (1), в свою очередь  связаны с диэлектрической проницаемостью. В этом  
случае зависим ость  электрической прочности от диэлектрической прони
цаемости будет сложнее.
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К зависимости электрической прочности от д иэлектрической  п роница
емости мы приходим и из других сображений. Известно, что в диэлек
триках , помещенных в электрическое  поле, возникаю т механические 
усилия, величина которы х определяется выражением:

F = Sg E “ 
8^ (2)

где е0 — д оля  диэлектрической проницаемости, обусловленная смещением 
электронов (S0 =  U2)j где и — показатель преломления света.

И з формулы (2) следует , что  большие механические усилия возник
нут в диэлектриках с больш ей диэлектрической  проницаемостью. Они 
могут вы зы вать  растрескивание в кристаллах и тем  самым способствовать 
пробою. Э лектрическая  прочность таких диэлектриков  будет  ниже.

Фиг. 2. Зависимость между электрической прочностью кристаллов 
щелочно-галоидных солей и их оптической диэлектрической про

ницаемостью S0.

Ф ормула (2) показывает, что зависимость электрической  прочности от 
доли диэлектрической  проницаемости, обусловленной смещением элек
тронов, долж на быть противополож ного  характера , чем зависимость  
электрической прочности от полной диэлектрической проницаемости.

На фиг. 2 представлена  зависимость  меж ду электрической  прочностью 
и s0. Из фиг. 2 следует, что больш ей электрической прочностью, б удут  
обладать  диэлектрики, имеющие меньшую диэлектрическую  проницае
мость S0. Таким образом, опытны е данные согласуются с основными физи
ческими положениями, которы е приводят  нас к зависимости электриче
ской прочности о т  диэлектрической  проницаемости. П редставляло такж е 
интерес сопоставить  электрическую  прочность с другой составляющей 
диэлектрической проницаемости (s— е0), обусловленной смещением ионов 
диэлектрика в электрическом поле.

На фиг. 3 представлена  зависимость меж ду электрической  прочностью 
И ( е - г 0). Из ф иг. 3 следует, что больш ей электрической прочностью 
обладаю т те  диэлектрики , ко то р ы е  имеют большую  диэлектрическую  
проницаемость.

Различный характер  зависимости электрической прочности от S0 и 
(е— г0) можно объяснить с развиваемой нами точки зрения.
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Было показано, что большей электрической прочностью  долж ны  обла
дать диэлектрики  с мёньшей поляризуемостью , а следовательно, и ди 
электрическая  проницаемость их за счет поляризации ионов д о лж на  быть 
меньше. В диэлектриках с большей диэлектрической проницаемостью 
(s— Sfl) ионы имеют большую возмож ность упруго смещ аться от полож е
ния равновесия и возвращ аться  опять  в него. Такие диэлектрики могут 
иметь  более высокую электрическую  прочность.

Р я д  советских  исследователей  (Воробьев, Приходько, Вул и Горелик) 
изучал зависимость электрической  прочности сегнетоэлектриков  от 
величины диэлектрической проницаемости. Д ля исследованных сегнето
электриков  зависимости между величиной прочности и диэлектрической 
проницаемости  не получилось.
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Фиг. 3. Зависимость между электрической прочностью 
кристаллов щелочно-галоидных солей и их ионной со
ставляющей диэлектрической проницаемости (s—s0).

И звестно , что диэлектрическая проницаемость в сегнетоэлектриках  
связана с вращением дом енов . П о это м у  разбираемый вопрос о связи 
электронной и ионной поляризации в диэлектрике и его электрической 
прочности опытами названных исследователей не разрешался.
. П редставляется  интересным провести систематические исследования 

зависимости электрической прочности от диэлектрической проницаемости 
для диэлектриков  и, в частности, для тверды х  растворов  щ елочно-гало
идных солей.

В ы раж аю  благодарность проф. А. А. Воробьеву  за обсуж дение за-, 
тронуты х в статье вопросов.


